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１．概要（Summary ）目的・用途・実施内容 

縦型 GaN-MOS トランジスタはパワーデバイスとして

有望であるが、面内にイオン注入による部分的な p 型

化が困難である。そのために GaN の npn 積層からト

レンチ構造を形成している。チャネル層は側壁である

m 面に形成されるが、プラズマエッチングによるダメ

ージが残る。さらに m 面 GaN と良好な MOS 構造を

形成するには、ダメージを受けたチャネル層（m 面）

表面の化学状態の理解が重要となる。 

本研究では m 面 GaN に対してさまざまな処理を行っ

て、表面での化学状態がどのように変化するか検討す

ることを目的とした。Arイオン照射をプラズマエッチ

ングによるダメージ、その後の酸化ガス照射をMOS構

造形成といった実際のデバイスプロセスに近い形の環

境を条件として、m 面 GaN 表面の化学状態を調べた。 

 

２．実験（目的,方法）（Experimental） 

有機金属化学堆積法で導電性のある m 面(101
_

0) GaN

バルク基板上に成長した GaN薄膜試料を用いた。裏面

に Ti/Au のオーミック電極を形成した。試料を

BL23SU の装置に導入して、表面清浄化のため超高真

空下 800℃で加熱、Arイオン照射（Arガス 6×10-4 Pa, 

1 kV, 3.6µA）を 40分間行った。その後NOガス（Flux: 

7.5×1013 cm-2s-1）を導入しながら、約１時間にわたっ

て 730 eVの放射光を用いて O1sコアスペクトルを 60

秒毎に測定した。大気暴露せずに試料交換室で Auを蒸

着して１㎜φのショットキー電極を形成した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

m-GaN 表面に Ar イオン照射を行ったところ、吸着酸

素が少なくなった。また、Arスパッタすると、N1s強

度も半分程度になって表面から N が脱離した。それと

同時に価電子帯上端に電子状態が出現した。これは N

抜けによって残った Ga 3s 軌道ではないかと考えてい

る。この価電子帯の変化は再現性があり、m面 GaNに

特有の現象と思われる。NOガスを１時間照射した後で

は価電子帯上端の状態が減少した。H2O や N2O より

NO flux が１桁低かったため完全に消失しなかった。

表面状態を Au で埋め込んだ試料を取り出した後にシ

ョットキー電極による CV 測定を行った。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


